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= (54) Title: BIPOLAR COMPLEMENTARY SEMICONDUCTOR DEVICE 

S (54) Bezeichnung: KOMPLEMENTARE BIPOLAR-HALBLEITERVORRICHTUNG 

= (57) Abstract: The invention relates to a BiC- 

MOS device comprising a substrate having a 
first type of conductivity and a number of ac- 
tive regions that are provided therein and are 
delimited in a lateral direction by flat field-in- 
sulating regions. Vertical npn bipolar epitax- 
ial base transistors are disposed in a first partial 
number of the active regions while vertical pnp 
bipolar epitaxial base transistors are arranged 
in a second partial number of the active regions 
of the BiCMOS device. One transistor type or 
both transistor types are provided with both a 
collector region and a collector contact region 
in one and the same respective active region. 
In order to improve the high frequency char- 
acteristics, an insulation doping region that is 
configured so as to electrically insulate the col- 
lector and the substrate is provided between the collector region and the substrate exclusively in a first transistor type in which the 
type of conductivity of the substrate corresponds to that of the collector region. In addition, the collector region of the first transistor 
type or both transistor types is laterally delimited by the flat field-insulating regions. 

(57) Zusammenfassung: Die Erfindung betrifft eine komplementare BiCMOS-Halbleitervorrichtung - mit einem Substrat eines 
ersten Leitfahigkeitstyps und einer Anzahl darin vorgesehener aktiver Gebiete, die in lateraler Richtung von flachen Feldisolations- 
gebieten begrenzt werden, - bei der in einer ersten Teilanzahl der aktiven Gebiete vertikale npn- Bipolartransistoren mit epitaxialer 
Basis, und in einer zweiten Teilanzahl der aktiven Gebiete vertikale pnp-Bipolartransistoren mit epitaxialer Basis angeordnet sind, 
- wobei entweder ein Transistortyp oder beide Transistortypen in ein und demselben jeweiligen aktiven Gebiet sowohl ein Kollek- 
torgebiet als auch ein Kollektorkontaktgebiet aufweisen. Zur Verbesserung der Hochfrequenzeigenschaften ist ausschlieBlich bei 
einem ersten Transistortyp, bei dem der Leitfahigkeitstyp des Substrates mit dem des Kollektorgebiets ubereinstimmt, ein Isolati- 
onsdotierungsgebiet zwischen Kollektorgebiet und Substrat vorgesehen, das ausgebildet ist, eine elektrische Isolation von Kollektor 
und Substrat zu bewirken. Weiterhin ist das Kollektorgebiet entweder des ersten Transistortyps oder beider Transistortypen lateral 
durch die flachen Feldisolationsgebiete begrenzt. 
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